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Téléphone : (1) 723-72-57 Télex : CEFUTE 620434 F
COMPOSANTS ELECTRONIQUES UTE 86_614 072
SOUS ASSURANCE DE QUALITE c /
; EN CONFORMITE AVEC '
NF C 86-010 et NF C 86-614 3 janvier 380 1981
EAtno 2
SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : TRANSISTOR BIPOLAIRE
CONSTRUCTION Numéro de type :
Matériau semiconducteur : Silicium
Polarité : NPN PO 7726
Matériau du boitier : Meétal
Sortie reliée au boftier : Collecteur
o , pesy ,
DESCRIPTION MECANIQUE 9.397} ' APPLICATION ELECTRIQUE
0 8,01 3
Références d’encombrement r ' ‘1 { i Puissance : TEMPERATURE AMBIANTE
CEl 191-2 B4C C4 !
Utilisation : COMMUTATION

(JEDEC : TO-39)

Rétférence frangaise : TO- 39/F-59 NIVEAU D’ASSURANCE DE QUALITE

Marquage : PO 7726

F

Vue de dessous

VALEURS LIMITES (Systéeme des limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent sur la plage des températures de fonctionnement sauf indication contraire.

Températures et puissances

min 55 °C W)
— : i - 08
4.1. Tempeératures ambiantes ................... T b max <+ 200 °C '
i
. . o [
42 — Températures de stockage .................. T min - 55°C :
9 max  + 200°C X
1
4.9. — Dissipation totale de puissance ............. Piot !
a Tamb =25° ... max 800 mwW ! amb
av =25°C ... max 5w L —
case 0 25 200 (°C)

Tensions et courants

4.3. — Tension collecteur-base .................... VCB0 max 60 V
4.4, — Tension collecteur-émetteur ................ VCEO max 30V
4.5. — Tension émetteur-base ..................... VEBO max 6V
4.6. — Courant collecteur continu ................. IC max 1A
4.7. — Courantbase continu ...................... IB max 100 mA ;
4.8. — Courant émetteur continu .................. | max 1A

Se reporter & la liste des produits homologués (QPL) pour connaitre la liste des composants répondant a la
présente spécification particuliére.
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CARACTERISTIQUES
Les paramétres repérés avec un signe + sont vérifiés dans les conditions d’essai définies dans les groupes Aet C
CONDITIONS LIMITES
PARAMETRE SYMBOLE 5 Tamp = 25 C
sauf indication contraire min | Max Unité

Valeur statique du (6.1.) + *h21E {1} Ic. =10 mA Vg =05V 25
rapport de transfert direct du
courant
Tension de saturation 6.2) | + ["V¢E sat 1) e = 1 A 1g =100mA 2 v
Collecteur-émetteur VeE sat (2) lc =150mA lg = 43 mA 0,5 \9
Tension de saturation {(64.) + *VBE sat (3) e = 10mA g = 1 mA 0.8 v
Base-émetteur : m

+ [*VgE sat (2) lc = 150mA lg = 15 mA 1,2 Y

+ "VgE sat (1) fle = 1 A 1z =100mA 2,0 Vv
Courant résiduel (5.5.) + Jlcgo (1) Veg= 40 V1l = O0OMN 50 nA
Collecteur-émetteur .
Courant résiduel (56.) + | Icso (2) Veg= 4OOV lge = O 10 HA
Collecteur-base & Tamb= 125 "°C
haute température
Temps de commutation 5710 [+ |t ic = 150mA lgy = lg2 = 15mA 75 ns
{Voir note) Cots 90 ns
Retard a la décroissance (6.7.2) | + |t lc = 150mA lgy = lgz = 15mA 350 ns
(Voir note)
Fréquence de transition (672 | + | fq Ilc = B0OmA f = 20 MHz 50 MHz

VCE: 6 V
Capacité de sortie (5.8.) + | Coop Veg= 12V f = 1 MHz lg =90 12 pF
Courant résiduel + jlggo VEg= 5V |C = 0 50 nA
Emetteur-base
Tension de maintien + | VeeO (sus) lc = 30mAlg = O 30 \
Collecteur-émetteur :
Tension de maintien + | VcBo (sus) Ilc = 100pA g = O 60 \
Collecteur-base .
Tension de maintien + 1 VEBO (sus) le = 100 pA I = 04 6 \
Emetteur-base
*impulsions 1 tp = 300 us 5< 2% Note. — Schéma de mesure annexe !
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CONDITIONS D'ESSAI ET EXIGENCES DE CONTROLE
GROUPE A NQA donné en %
Lot par lot + 1% si plus de 3 essais
Tous les essais sont non destructifs {paragraphe 3.5.6 de CECC 50 000Q)
EXIGENCES DE CONTROLE
EXAMEN REFERENCE CONDITIONS
ou 8 Tamp = 25 °C LIMITES
ESSAI (8 sauf indication contraire Niveau | NP NOA
min | max |Unité (%)
Sous—groupe A1 F ] 15
Examen visuel 4.2.1. 4.2.1.
EXAMEN OU ESSAI NP NQA Observations
SOUS-GRQUPE_A2a
Inopérants 11 0,10 diodes (sauf diodes de
redressement )
I1 0,15 transistors
I1 0,25 diodes de redressement
| Sous—groupe A% F 11| o.1s
F 11 0,65
Défauts inopérants Voir note
Autres défauts
iceo (1) 434 Veg = 40V g =0 50 | na
T.001
VEBO (sus) Ic =100 A 1g = O 60 vV
V 434
CE (sat) 1) T.003 Ic = 1A lIg = 100 mA 2 \Y
Sous—groupe A3 F [ 25
h21e () 434. lc = 10mA Vgg= 05V 25
T.006
VCE Gaty {21 434, tc = 15mA g = 43 mA 05 | v
T.003
VBE (sa) (1) 434. lc = 1A ig = 100mA 2 | v
T.004
VBE (sat) (2) lc = 150mA g = 156 mA 12 | Vv
leso 434 Vgg = 5V Ic = O 50 | nA
T.002
VCEO (sus) 434. lc = 30mA lg = O 30 \
T.011
Sous—groupe A4 ‘ F sS4 4
t 434, lc = 150 mA g = g, =15mA 350 | ns
T.061 Voir schéma de mesure en annexe |
t 434. lc = 150 mA lgy = Igz = 15 mA 75 | ns
T.062 Voir schéma de mesure en annexe |
ton 43.4. |C = 150 mA lB‘ = IBZ = 15 mA 90 ns
T.064 Voir schéma de mesure en annexe |
fr 434, lc = 50mA f =20 MHz 50 MHz
T.041 Veg = 6V
imputsionst, =300 ns & < 2% Note. — Défauts inopérants — circuit ouvert ;vurtagcumenlts
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